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Verfahren und Vorrichtung zur la-situ-Dekontamination eines EUV-Lithographiege 



Beschreibung: 

Die Erfindung betriflft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur In-situ- 
Dekontamination eines EUV-Lithographiegerates. 

EUV-Lithographiegerate werden bei der Herstellung von 
Halbleiterbauelementen, wie z.B. integrierten Schaltkreisen verwendet. 
Lithographiegerate, die im extrem ultravioletten Wellenlangenbereich betrieben 
werden (z.B. bei einer WellenlSnge von 13,4 nm), weisen als optische 
Elemente uberwiegend Viellagensysteme aus beispielsweise Molybdan und 
Silizium auf . EUV-Lithographiegerate weisen zwar in ihrem Inneien ein 
Vakuum oder eine Inertgasatmosphare auf, es laBt sich aber nicht voUig 
verhindem, daB sich auch KohlenwasserstofiFe und/oder sonstige 
KoblenstofFverbindungen innerhalb des Cerates befinden. Diese 
KohlenstofFverbindungen werden durch die extreme ultraviolette Strahlung 
aufgespalten, was dazu fuhrt, daB sich ein kohlenstoffiialtiger 
Kontaminationsfihn auf den optischen Elementen niederschlagt, Diese 
Kontamination mit KohlenstofFverbindung fuhrt zu signifikanten 
Reflektionsverlusten der optischen Funktionsfiachen, was einen erheblichen 
Einflufi auf die Wirtschaftlichkeit der EUV-Lithographieverfehren haben kann. 

Das Problem der Kontamination ist nicht nur bei Lithographiegeraten von 
groBer Bedeutung. 



In der WO 87/02603 wird ein Verfehren beschrieben, mit dem Satelliten, 
Raumfahren, Raketen und Sonden wahrend des Fluges gereinigt werden, indem 
ein Sauerstoffstrahl bzw. ein Sauerstoffionenstrahl auf die zu reinigenden 
AuBenfiachen gerichtet wird. Die UV-Strahlung der Sonne wild zur Biidung 
von zusatzlichem Ozon augsgenutzt. Sowohl der Sauerstoff als auch das Ozon 
reagieren mit den Kohlenstoffkontaminationen zu fltichtigen Verbindungen. 
Zum Steuem des Reinigungsprozesses, d.h. zum Feststellen, wann der 
Reinigungsprozefi begonnen und beendet werden soil, kann ein Sensor 
vorgeseben sein. 

GemaB der US 5,024,968 werden Substrate, insbesondere Siliziunsubstrate mit 
UV-Lasem einer Wellenlange zwischen 200 und 300 nm von kontaminierenden 
Kohlenstoiiverbindungen gesaubert. Die Lasereinstellung wird dabei uber die 
Ergebnisse von Restgasanalysen gesteuert. Als MaBnahme gegen erneute 
Kontamination wird das Substrat mit Inertgas lunspult. 

Auch in der EP 0 660 188 Bl wird ein Linsensystem als MaBnahme gegen die 
Biidung von Kontamination mit Inertgasen und etwas extern hergestelltem 
Ozon umspiilt. 

In der Publikation von E.D. Johnson et al., NIM A266 (1988) 381 wird 
erlautert, daB Rontgenmonochromatoren in situ uber Gliihentladungen gereinigt 
werden. Dazu ist ein Gluhentladungsreaktor mit Zufuhrungen fiir Sauerstoflf 
und Wasser direkt an die Monochromatorbox gekoppelt. Der ReinigungsprozeB 
dauert ca. 24 Stunden. Der Endpunkt des Sauberungsprozesses kann z.B. iiber 
Restgasanalysen oder spektrophotometrische Messungen ermittelt werden. Eine 
umstandlichere Methode zur Bestinunung des Kontaminationsgrades besteht 
darin, von Zeit zu Zeit die Monochromatorbox abzupumpen und die 
Reflektivitat des Monochromators zu messen. 



GemaB der JP HI 1-329931 A wird wahrend der Durchfuhrung von 
Elektronenstrahllithographie der elektrische Widerstand auf der Maske 
gemessen, um zu entscheiden, ob die Maske von Kontamination gereinigt 
werden muB Oder nicht. An dem Lithographiegerat sind mehrere Masken 
vorhanden, so daB, sobald eine Maske gereinigt werden mufi, sie durch eine 
saubere Maske aus dem Vorrat ersetzt werden kann. Die zu saubemde Maske 
wird aus dem Strahlengang entfemt und in einer Nebenkammer durch 
Bestrahlung mit ultraviolettem Licht und Spiilen mit Sauerstoff gereinigt. 

In der EP 0 421 745 Bl wird eine Vorrichtung zur Dekontamination von 
optischen Elementen beschrieben. Dazu sind neben einer Reaktionskammer zur 
Aufnahme des zu reinigenden optischen Elements Gaszufuhreinrichtungen 
sowie Auswahleinrichtungen zum Auswahlen von Strahlung eines erwunschten 
Wellenlangenbereiches vorgesehen. Konkret werden Sauerstoff und UV- 
Strahlung verwendet, um die hauptsachlich auf Kohlenstofifverbindungen 
basierende Kontamination photochemisch zu atzen. 

In der EP 0 874 283 A2 wird eine Lithographievorrichtung beschrieben. Uber 
Transmissionsmessungen wird der Kontaminationsgrad innerhalb der 
Vorrichtung bestinunt und beim Uberschreiten eines Schwellenwertes ein In- 
situ-Sauberungsvorgang eingeleitet. Zvm Saubem wird das zum Belichten 
verwendete UV-Licht (ArF-Laser, 193 nm) eingesetzt. Zu diesem Zweck wird 
der Belichtungsvorgang unterbrochen und in den Strahlengang ein optisches 
Element, wie z.B. ein Prisma eingebracht, daB den Strahlengang derart 
verandert, dafi moglichst viele Stellen innerhalb der Lithographievorrichtung 
ausgeleuchtet werden. Innerhalb der Lithographievorrichtung herrscht eine 
StickstofFatmosphare. Zur Unterstutzung des Reinigungseffektes konnen dem 
Stickstoff Sauerstoff, Ozon oder Sauerstofhradikale beigemischt werden. Auch 
wahrend des Saubems wild iiber Transmissionsmessungen kontinuierlich der 
Kontaminationsgrad festgestellt und beim Unterschreiten des Schwellenwertes 
der Saubeningsprozefi beendet. 



Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
Verfahren bzw. eine Vorrichtimg zur Dekontamination eines EUV- 
Lithographiegerates bereitzustellen, bei dem Stillstandzeiten vermieden werden 
und apparative Veranderungen an dem zu reinigenden EUV-Lithographiegerat 
gering gehalten werden. 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Verfehren gemaB Anspruch 1 sowie 
dutch eine Vorrichtung gemaB Anspruch 9. 

Uberraschenderweise wurde namlich festgestellt, daB bei gezielter Zufuhr von 
Sauerstoff in das Lithographiegerat die zum Belichten eingesetzte Strahlung in 
ihrem Belichtungstrahlengang bereits ausreicht, das Geratinnere von 
Kontamination zu reinigen, falls kontinuierlich der Kontaminationsgiad 
festgestellt wird und mit vorgegebenen Schwellenwerten verglichen wird. In 
Abhangigkeit vom aktuellen Kontaminationsgrad wird die Sauerstofizufiihr zum 
Lithographiegerat angepaBt. Der zugefUhrte Sauerstoff wild im 
Belichtungsstrahlengang aktiviert, verteilt sich durch Diffusion und leichte 
Konvektion im gesamten Inneren des Lithographiegerates und reagiert mit den 
Kbntaminationsfilmen. 

Durch die kontinuierliche Uberwachung des Kontaminationsgrades wird 
gewahrleistet, daB der ReinigungsprozeB schon eingeleitet wird, wenn die 
Kontaminationen so gering sind, daB sie den normalen Belichtungsbetrieb noch 
nicht beeintrachtigen. Da auBerdem durch die kontinuierliche 
Kontaminationsgradiiberwachung schon geringe Anderungen des 
Kontaminationsgrades detektiert werden, kann auch die Sauerstoflzufiihr 
dahingehend angepafit werden, daB schon sehr geringe Sauerstoffpartialdriicke 
genugen, um das EUV-Lithographiegerat zu dekontaminieren, was den Vorteil 
hat, daB auch der Sauerstoff in derart geringen Mengen im Lithographiegerat 
vorhanden ist, daB der Belichtungsbetrieb nicht negativ beeinflufit wird. 



Durch die Belichtungsstrahlung im extrem ultravioletten Wellenlangenbereich, 
insbesondere bei 13,4 nm, warden die zugefiihrten Sauerstoffmolekiile O2 in 
hochreaktive Sauerstofi^tome gespalten, die wiederum den Kontaminationsfilm 
auf KohlenstofFverbindungsbasis auf den optischen Elementen oxidativ 
abbauen. Bei zu starkem Sauerstofiangebot konnte es im Anschlufi an die 
Reinigung zu einem oxidativen Angriff der Siliziumschicht des Molybdan- 
Silizium-^^e^agensystems kommen. Es wuide sich in diesem Fall eine 
Quarzschicht auf der Oberflache ausbilden, die wie auch die Kontamination zu 
einem Reflektionsverlust fuhren wiirde. Durch das erfindungsgemafie 
Verfahren aber werden auch derartige Oberflachenbeeintrachtigungen 
verhindert. Denn mit Hilfe des erfindungsgemaBen Verfahrens wird genau so 
viel Sauerstoff zugefuhrt, dafi der gesamte kohlenstofflialtige • 
Kontaminationsfihn und nur der kohlenstofifhaltige Kontaminationsfilm entfemt 
wird. 

Die erfindungsgemafie Vorrichtung zur Dekontamination eines EUV- 
Lithographiegerates weist entsprechend mindestens eine Mefieinrichtung zur 
Messung des Kontaminationsgrades sowie eine damit verbundene KontroU- und 
Steuereinrichtung auf, die ihrerseits mit einer Oj-Zufuhr verbunden ist, und die 
kontinuierlich gemessenen Kontaminationsgrade online mit vorgegebenen 
Schwellenwerten vergleicht und in Abhangigkeit von dem jeweiligen Ergebnis 
die Sauerstoffeufiihr regelt. Als Kontroll- und Steuereinrichtung wird man 
vorzugsweise einen Rechner einsetzen. Der Rechner kann beispielsweise mit 
einem Dosierventil fur die Sauestolizufuhr verbunden sein, das 
rechnergesteuert gedffiiet und geschlossen wird, so dafi Sauerstoff mit 
bestimmtem Druck und FluB in das Vakuum des EUV-Lithographiegerates 
dosiert wird. Die Flufimessung kann beispielsweise uber einen 
Durchflufimesser, die Partialdruckmessung beispielsweise uber 
VakuunmieBrohren (Bayard-Alpert Typ, kapazitive Messung etc.) oder ein 
Restgasmassenspektrometer erfolgen. Der eventuell uberschiissige Sauerstoff 



sowie die Reaktionsprodukte werden von der oder den ohnehin am 
Lithographiegerat vorhandenen Pumpen evakuiert. 

Um die Dekontamination zu beschleunigen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, 
in Rahmen der Dekontaminationsvorrichtung mindestens eine LichtqueUe fiir 
Strahlui^ einer Wellenlange zwischen 150 nm und 300 nm vorzusehen. 
Insbesondere bei einer Wellenlange von 18S nm oder 2S4 nm wird namlich aus 
dem zugefuhrten Sauerstoff hochreaktives Ozon gebildet. Erfindungsgemafi ist 
auch diese mindestens eine LichtqueUe an die Kontroll- und Steuereinrichtung 
gekoppelt und wird die Dosierung der UV-Strahlung gleichzeitig mit der O2- 
Zufuiu: geregeii. 

Vorteilhafterweise wird der Kontaminationsgrad mit Hilfe von einem oder 
mehr Oszillatoren gemessen, die auf eine Anderung der Massenbelegung auf 
ihrer Oberflache durch Anderung ihrer Resonanzfrequenz reagieren. In einer 
bevorzugten Ausfuhrungsform weist die mindestens eine Mefieinrichtui^ dazu 
mindestens eine innerhalb des Lithographiegerates anzuordnende 
Quarzkristallmikrowaage auf. Mit Quarzkristallmikrowaagen konnen kleinste 
Mengen an Kontamination auf einem beschichteten Schwingquarz detektiert 
werden. 

Die Nachweisempfindlichkeit von Quarzkristallmikrowaagen liegt im Bereich 
von Mono- bis Submonolagen. Entscheidend ist die richtige Wahl der 
Fundamentalfirequenz der Schwingquarze. Je hoher diese Frequenz ist, desto 
empfindlicher reagiert der Schwingquarz auf Massenanderungen an seiner 
Oberflache. Der Kontaminationsfilm auf dem Schwingquarz auBert sich in 
einer Verstimmung der Grundfrequenz des Schwingquarzes. Die 
Frequenzanderung des Schwingquarzes ist auf die Massenanderungen aufgrund 
des abgeschiedenen Kontaminationsfibns zuriickzufuhren. Die 
Frequenzanderung steht in linearem Zusanunenhang mit der Massenanderung. 



In einer weiteren bevorzugten Ausfuhningsform weist die 
Dekontaminationsvorrichtung mindestens eine weitere Lichtquelle und 
mindestens einen Detelctor auf, die innerhalb des Lithographiegerates 
anzuordnen sind. Der Kontaminationsgrad wird dann vorzugsweise uber 
Reflektivitatsmessungen festgestellt. Gerade die Reflektivitat von optischen 
Elementen ist sehr stark von etwaigen Kontaminationen abhangig. AuBer der 
hohen Bmpfindlichkeit fur etwaige Kontaminationen weist diese MeBmethode 
aufierdem den Vorteil auf , dafi mit der Reflektivitatsmessung die wichtigste 
SoUgroBe des Lithographiegerates festgestellt wird. 

In einer ebcnfalis bevorzugten Ausfuhningsform sind im Strahlengang der 
mindestens einen Lichtquelle in Lichtquellennahe ein Pdlarisator und in 
Detektomahe ein Analysator angeordnet. Auf diese Weise kann die Bildung der 
Kohienstoffkontaminationsschicht bzw. deren Abbau bei oxidativer Reinigung 
ellipsometrisch verfolgt werden. In diesem Fall wird als Lichtquelle 
vorzugsweise ein Helium-Neonlaser gewahlt. Dessen Licht wird von auBen 
iiber einen entsprechenden Port bzw. Glasfenster in das EUV-Lithographiegerat 
eingestrahlt. Aus der Messung des p- und s-polarisierten reflektierten 
Laserlichts ist eine Uberwachung der Kohlenstofflcontaminationsschichtdicke 
mdglich. 

Eine weitere bevorzugte Ausfiihrungsform besteht darin, im Rahmen der 
MeBeinrichtung Mittel zur Messung eines Photostroms vorzusehen, die an 
optische Elemente im EUV-Lithographiegerat anzuschlieBen sind. Bei der 
Bildung einer kohlenstofflialtigen Kontaminationsschicht auf den Molybdan- 
Silizium-Viellagensystemen in einem EUV-Lithographiegerat kommt es zu 
einer Veranderung des Photostroms, der bei Bestrahlung mit der 
Applikationswellenlange im extrem ultravioletten Wellenlangenbereich, z.B. 
bei 13,4 nm gemessen werden kann. Die Veranderung des Photostroms laBt 
also einen direkten RuckschluB auf das Vorhandensein und die Dicke der 
Kontaminationsschicht zu. 
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Ftir die Dekontamination von EUV-Lithographiegeraten zur Verwenduag in 
Herstellungsprozessen, bei denen die Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit 
boher sind als an die Qualitat, hat es sich als hinreichend erwiesen, genau 
einen Schweilenwert vorzugeben. Bei Uberschreiten des Schwellenwertes wird 
Sauerstoff in einem Partialdnickbereich von 1x10 mbar bis 1 x 10*^ mbar 
zugefuhrt. Bei Unterschreitung des Schwellenwertes wild die Sauerstofizuiiihr 
wieder gestoppt. In diesem Fall kann die KontroU- und Steuereinrichtung der 
Dekontaminationvorrichtung entsprechend schlicht z.B. als Diskriminator- 
Schaltung ausgebildet werden. 

Insbesondere im vorgenannten Pali hat es sich ais vorteiihaft erwiesen, 
wahrend der Sauerstofizufuhr den Kontaminationsgrad iiber Restgasanalysen zu 
messen. Gerade wenn es nur die Zustande Sauerstofizufuhr "an" oder "aus" 
gibt, l^t sich die Menge bereits abgebauter Kontamination durch 
Restgasmessungen sehr genau ieststellen. 

Im iibrigen ist es zur Erhdhung der Gute und Effizienz des Veriahrens bzw. 
der Vorrichtung selbstverstandlich mdglich, mehrere Mefimethoden zur 
Fleststellung des Kontaminationsgrades mitemander zu verbinden. 

Die Erfindung soli anhand eines Ausfuhrungsbeispieles naher erlautert werden. 
Dazu zeigt 

Figur 1 eine schematische Skizze des Regelkreises zur Kontrolle des 

Dekontaminationsgrades bzw. Beseitigung der Kontamination. 

In Figur 1 ist durch die gestrichelte Linie der Vakuumrezipient 1 innerhalb des 
EUV-Lithographiegerates bzw. bei grofieren Anlagen der Vakuumrezipient 1 , 
in dem das EUV-Lithographiegerat als Ganzes angeordnet ist, angedeutet. 
Innerhalb des Vakuumrezipienten 1 sind sowohl die optischen Elemente 2 als 
auch eine Quarzkristallmikrowaage 3 angeordnet. Bei den optischen Elementen 



2 handelt es sich um Reflektoren aus Molybdan-Silizium-Viellagensystemen fur 
eine Wellenlange von 13,4 rnn. Bei dieser Wellenlange werden Silizium-^Vkfer 
mit Hilfe des Lithographiegerates belichtet. 

Um bei der QuarzkristallmikFOwaage 3 die gleichen Bedingungen zu haben wie 
bei den optischen Elementen 2 innerhalb des EUV-Lithographiegerates, ist 
auch der Schwingquarz der Quarzkristallmikrowaage 3 rait einer 
entsprechenden MoIybdan-Siiizium-\^ellagenschicht versehen. AuBerdem ist 
die Quarzkristallwaage 3 derart innerhalb des Vakuumrezipienten 1 
angeordnet, daB der Schwingquarz EUV-Strahlung derselben Intensitat bzw. 
Leistungsdichte wie die optischen Elemente 2 ausgesetzt ist. 

Die Bildung eines Kontaminationsfihnes auf dem Schwingquarz 3 fuhrt zu 
emer Verstimmung der Grundfrequenz des Schwingquarzes. Wahrend des 
Betriebes des EUV-Lithographiegerates miBt die Quarzmikrowaage 3 laufend 
die aufgrund der Bestrahlung abgeschiedene Kontaminationsmenge iiber die 
entsprechende Frequenzanderung, die der Masse abgeschiedener Kontamination 
proportional ist. 

Uber einen Rechner 4 wird die Frequenzveranderung verarbeitet und mit der 
ursprungHchen Grundfrequenz des kontaminationsfreien Schwingquarzes samt 
Molybdan-Silizium-Viellagenbeschichtung verglichen. Sobald eine 
Frequenzabweichung aufgrund der Ausbildung einer kohlenstoflaialtigen 
Kontaminationsschicht vorliegt, wird uber den Rechner 4 das Dosierventil der 
Sauerstoffzufuhr 5a geoflfhet. Die Menge des iiber das Dosierventil zugefuhrten 
Sauerstoffs wird tiber P^ialdruckmessung oder FluBmessungen kontroUiert. 
Bei Bedarf wird auch die Quecksilberniederdrucklampe 5b zur Erzeugung von 
UV-Strahlung dazugeschaltet. Der in den Vakuumrezipienten 1 eingefuhrte 
Sauerstoff baut den Kontaminationsfilm oxidativ ab. Falls zusatzlich uber die 
Quecksilberniederdrucklampe 5b UV-Licht in den Vakuumrezipienten 1 
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eingestrahlt wild, bildet sich zusatzliches Ozon, das ebenfalls den 
Kontaminationsfilm abbaut. 

Wahrend des gesamten Saubeningsprozesses wird kontinuierlich die Frequenz 
der Quarzkristallmikrowaage 3 gemessen und von dem Rechner 4 entschieden, 
ob die Sauerstofizufiihr modifiziert werden mufi und ob UV-Strahlung 
zusatzlich eingestrahlt werden soUte. Dazu konnen im Rechner 4 
Parametersatze gespeichert sein, die beispielsweise SauerstoflEjpartialdrucke 
und/oder UV-Strahlungsintensitaten in Abhangigkeit von gemessenen 
Frequenzen angeben. Bei der Durchfiihrung der Kontaminationsgradkontrolle 
mit Hilfe einer Quarzkristallmikrowaage ist es notwendig, dafi der 
Schwingquarz aufierst genau Temperatur-kontroUiert wird (besser als ± 1 K), 
um zuverlassige Frequenzmessungen zu erhalten. 

In einer einfachen Variante kann auch nur die Grundfrequenz als 
Schwellenwert dienen: Falls die gemessene Frequenz ungleich der 
Grundfrequenz ist, wird Sauerstoff zugefiihrt; sobald die Grundtequenz wieder 
erreicht ist, wird die Sauerstofizufiihr unterbrochen. 

Analog zu dem in Figur 1 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel konnen anstelle 
der Quarzkristallmikrowaage 3 auch Mittel zur Messung des Photostroms oder 
eine Lichtquelle und einen Detektor zur Messung der Reflektivitat bzw. in 
Verbindung mit einem Polarisator und Analysator zur ellipsometrischen 
Bestimmung der Kontaminationschichtdicke vorgesehen sein. Weiterhin kann 
wahrend der Sauerstofizufiihr uber Restgasanalysen festgestellt werden, wieviel 
Kontamination bereits abgebaut wurde, und auch diese Daten vom Rechner zur 
Kontaminationsgradkontrolle und Anpassung der Sauerstofizufiihr verwendet 
werden. 

Das oben stehende Beispiel wurde fur nur eine Quarzkristallmikrowaage 3 
beschrieben. Selbstverstandlich konnen innerhalb des Vakuumrezipienten 1 an 
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diversen Stellen Quarzkristallmikrowaagen oder andere Mefimittel vorgesehen 
sein, um den Kontaminationsgrad innerhalb des Vakuumrezipienten 1 genau 
feststellen zu kdnnen. Entsprechend kann eine Mehrzahl von 
Sauerstoflkuleitungen und Dosierventilen 5a vorgesehen sein, so dafi je nach 
unterschiedlichem Kontaminationsgrad lokal unterschiedliche 
Sauerstofiipartialdrucke eingestellt werden konnen. 
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RitentanspruGhe: 

1. Verfehren zur In-Situ-Dekontamination eines EUV-Lithographiegerates 
mit den Schritten: 

Messen des aktuellen Kontaminationsgrades, 

Vergleichen des Kontaminationsgrades mit mindestens einem 

vorgegebenen Schwellenwert, 

Anpassen der Oz-Zufuhr zum Lithographiegerat, 

Wiederholen der vorstehenden Schritte, 

wobei alle Schritte wahrend des Belichtungsbetriebes durchgefiihrt 
werden. 

2. Verfiahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB zusatzlich 
zur Anpassung der Oj-Zufiihr UV-Strahlung einer Wellenlange zwi- 
schen 150 mn und 300 nm in das EUV-Lithographiegerat eingestrahlt 
wird. 

3. Verfiahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dai5 der 
Kontaminationsgrad mit Hilfe von einem oder mehr Oszillatoren, die 
auf Anderung der Massenbelegung auf ihrer Oberflache durch 
Anderung der Resonanzfrequenz reagiem, gemessen wird. 

4. Veriahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Kontaminationsgrad uber Reflektivitatsmessungen festgestellt wird. 

5. Verfehren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Kontaminationsgrad ellipsometrisch festgestellt wird. 
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Verfiahren nach Anspnich 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Kontaminationsgrad uber die Messung eines Photostroms ermittelt wild. 

Verfcihren nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, dafi genau ein Schwellenwert vorgegeben ist, bei Uberschreiten des 
Schwellenweites Sauerstoff in einem Partialdruckbereich von 
1x10"^° mbar bis 1x10*^ mbar zugefiihrt wird und bei Unterschreiten des 
Schwellenwertes die Sauerstofi^ufiihr gestoppt wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB wahrend der Sauerstofi^fuhr der Kontaminationsgrad iiber 
Restgasmessungen festgestellt wird. 

Vorrichtung zur In-situ-Dekontamination eines EUV- 
Lithographiegerates, umfessend mindestens eine MeBeinrichtung (3) und 
eine damit verbundene Kontroll- und Steuereinrichtung (4), die 
ihrerseits mit einer Oj-Zufuhr (5a) verbunden ist. 

Vorrichtung nach Anspnich 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Vor- 
richtung mindestens eine Lichtquelle (5b) fiir Strahlung einer 
Wellenlange zwischen 150 nm und 300 nm aufweist. 

Vorrichtung nach Anspnich 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB 
die mindestens eine MeBeinrichtung (3) mindestens eine innerhalb des 
Lithographiegerates anzuordnende Quarzkristallmikrowaage (3) 
aufweist. 

Vorrichtung nach Anspnich 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB 

die MeBeinrichtung (3) mindestens eine weitere Lichtquelle und 
mindestens einen Detektor aufweist, die innerhalb des 
Lithographiegerats anzuordnen sind. 
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13. Vorrichtung nach Anspnich 12, dadurch gekennzeichnet, dafi im 
Strahlengang der mindestens einen Lichtquelle in Lichtquellennahe ein 
Polarisator und in Detektomahe ein Analysator angeordnet sind. 

14. Vorrichtung nach Anspnich 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB 

die MeBeinrichtung (3) Mittel zur Messung eines Photostroms aufweist, 
die an optische Elemente (2) im EUV-Lithographiegerat anzuschlieBen 
sind. 

15. Vorrichtung nach einem der Anspniche 9 bis 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine zweite, ebenfalls mit der KontroU- und Steuereinheit 
(4) angeschlossene MeBeinrichtung als RestgasmeBeinrichtung 
ausgebildet ist. 



